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Dispositif semi-conducteur combinant les avantages des 
architectures massive et SOI, et procede de fabrication. 

La presente invention concerne de manidre g6nerale les 
dispostifs semi-conducteurs CMOS h haute performance pour le 
traitement rapide de signaux et/ou des applications basse tension/basse 
puissance et plus particuli&rement des transistors MOS & effet de champ 
(MOSFET). La nouvelle architecture dite "SON" (Silicon on Nothing) 
combine les avantages des architectures massive et silicium sur isolant 
(SOI). 

Un des facteurs limitatifs des MOSFETs d'architecture massive 
classiques est Teffet de substrat qui nuit aux performances du transistor. 
Cet inconvenient est evit£ dans les MOSFETs ^architecture silicium sur 
isolant (SOI) en separant le mince film de silicium du substrat par une 
couche enterxee d'oxyck de silicium. 

L'elimination de l'effet de substrat dans les MOSFETs 
^architecture SOI h film mince totalement appauvri r6sulte en un 
accroissement du courant de drain. 

Cependant, les MOSFETs d' architecture SOI ultramince 
souffrent d'une resistance source/drain (S/E>) elevee du fait de jonctions 
peu profondes limit6es par 1'epaisseur de la couche de silicium et d'une 
mauvaise conductivite thermique. En outre, le coflt de fabrication des 
substrats d 1 architecture SOI est 61eve, ce qui a limite leur introduction sur 
le marche. 

Pour rem€dier aux inconv^nients des dispositifs de Tart 
anterieur, on a propose un dispositif semi-conducteur tel que repr6sent6 a 
la figure 1 , comprenant un substrat de silicium 10 dans lequel sont formees 
des regions de source 23 et de drain 24, une mince couche de di61ectrique 



de grille 14 sur la region de canal et une grille 15 sur la mince couche de 
dielectrique de grille 14, une couche ensevelie d'un materiau dielectrique 
22 s'etendant entre les regions de source et de drain et une mince couche de 
silicium 1 3 comprise entre la couche de materiau dielectrique ensevelie 
5 22 et la couche de dielectrique de grille 14, constituant la region de canal 
du dispositif entre les regions de source et de drain 23, 24. La couche de 
materiau dielectrique ensevelie 22 peut etre constitute d'une cavite 
remplie d'air. 

Du fait de la tres faible epaisseur de la mince couche de silicium 
10 13 constituant ie canal, ie contact lateral cies regions de source 23 et de 
drain 24 avec cette couche de silicium 13 est difficile a realiser. 

L'invention a done pour objet de modifier l'architecture des 
jonctions du dispositif decrit ci-dessus, de fa9on k realiser un contact sfir 
et facile & realiser entre la mince couche de silicium constituant la canal et 
15 les regions de source et de drain. 

L'invention a egalement pour objet un procedt pour realiser un 
tel dispositif. 

Le dispositif semi-conducteur selon l'invention comprend un 
corps de silicium dans lequel sont fornixes des regions de source et de 

20 drain d6finissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille sur la region de canal et une grille sur la mince 
couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un materiau 
dielectrique et une mince couche de silicium s'etendant entre les regions 
de source et de drain et comprise entre la couche de materiau dielectrique 

25 ensevelie et la couche de dielectrique de grille, la mince couche de 
silicium ayant une aire superieure a celle de la couche de dielectrique de 
grille de sorte que sa surface superieure comporte deux zones oppos6es 
qui s'etendent au-del& de la couche de dielectrique de grille, les regions de 
source et de drain recouvrant respectivement chacune, au moins en partie, 

30 une desdites zones opposees. 

Dans une premiere realisation de 1'invention, la couche de 
materiau dielectrique ensevelie s'etend entre les regions de source et de 
drain. 

Dans une autre realisation de Tinvention, la couche de materiau 
35 dielectrique ensevelie s'etend sur toute la surface du corps de silicium 



sous les regions de source et de drain. 

En outre, le dispositif peut Stre un dispositif de structure 
planaire dans laquelle les surfaces des regions de source et de drain et de la 
region de grille surlesquelles sont realis6s les contacts, se trouvent dans 
u n mem e plan. . _„ 

En general, la couche de materiau di61ectrique ensevelie a une 
epaisseur de 1 k 50 nm, par exemple de l'ordre de 10 nm. 

Lorsque les regions de source et de drain comportent des 
extensions adjacentes £ la mince couche de dielectiique de grille (par 
exemple Si0 2 , Ta^, Si 3 N 4 , A1 2 0 3 , etc.), la couche de materiau 
dielectiique ensevelie est de preference situee en dessous de ces 
extensions et de preference encore adjacente k ces extensions. 

La couche de mat6riau diSlectrique ensevelie peut 6tre 
constitute de tout materiau dielectiique solide ou gazeux approprie mais 
est de preference une cavite remplie d'air. 

La mince couche de silicium formant le canal du dispositif a en 
general une 6paisseur de 1 & 50 nm. 

Le contact avec la mince couche de silicium est obtenu par 
elimination des seconds espaceurs. Les zones expos6es de la couche de 
silicium permettent alors de debuter 1'epitaxie (selective) des regions de 
source et de drain. La longueur de chacune des zones expos6es de la mince 
couche de silicium est eg ale & I'epgjssei:: rie chaeuT. des seconds 
espaceurs, generalement < 100 nm. 

L'invention concerne egalement un proc€d6 de fabrication du 
dispositif semi-conducteur selon l'invention. 

Le procede de l'invention comprend : 

(a) la formation sur une surface piincipale d'un corps de silicium 

d'une couche de germanium ou d'alliage SiGe; 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d'alliage SiGe 
d'une mince couche de silicium; 

(c) la formation sur la mince couche de silicium d'une mince 
couche de dielectiique de grille; 

(d) la formation sur la mince couche de dielectiique de grille 
d'une grille ayant une surface sup6rieure revdtue d'un masque dur; 

(e) la formation sur deux cdt6s opposes de la grille et du masque 



dur de premiers espaceurs en un premier materiau; 

(f) la formation le long des premiers espaceurs de seconds 
espaceur? en un second materiau different du premier materiau: 

(g) la gravure, de part et d'autre des seconds espaceurs, de la 
mince couche de di61ectrique de grille, de la mince couche de silicium, et 
eventuellement d'une partie de la couche de germanium ou d'alliage SiGe; 

(h) la gravure laterale s61ective de la couche de germanium ou 
d'alliage SiGe pour former un tunnel; 

(i) facultativement, le remplissage du tunnel avec un materiau 
dielectrique solide; 

(j) Telimination des seconds espaceurs pour d6couvrir sur la 
mince couche de silicium deux zones situees respectivement de part et 
d'autre des premiers espaceurs; et 

(k) la formation de part et d'autre des premiers espaceurs de 
regions de source et de drain recouvrant, au moins en partie, lesdites 
zones. 

Dans une premiere realisation de l'invention, la formation des 
regions de source et de drain comprend Tepitaxie selective de silicium 
pour former de part et d f autre des premiers espaceurs des d6p6ts de 
silicium polycristallins pr6curseurs des futures r6gions de source et de 
drain, et recouvrant, au moins en partie, les zones d£couvertes de la mince 
couche rie. silicium, I'Alimination du masque dur de grille et rim.pla.nta tier: 
d'un dopant dans les dep6ts de silicium polycristallin pour former les 
regions de source et de drain. 

Dans une seconde realisation de l'invention, la formation des 
regions de source et de drain comprend le depdt d'une couche Epaisse de 
silicium polycristallin d'enrobage, la formation sur la couche epaisse de 
silicium polycristallin d'un masque de r6sine, la gravure de la couche 
epaisse, Telimination du masque, le polissage m6cano-chimique de la 
couche epaisse de silicium polycristallin jusqu'au niveau de la grille pour 
r6aliser des parties destinees k former les futures regions de source et de 
drain coplanaires avec la grille et l'implantation de dopant dans ces parties 
restantes de la couche 6paisse de silicium polycristallin pour former des 
regions de source et de drain recouvrant les zones d6couvertes de la mince 
couche de silicium. 



De preference, le precede de l'invention comprend avant l'etape 
de formation des premiers espaceurs, une etape d'implantation de dopant 
pour former des extensions des regions de source et de. drain, et aprer 
formation des premiers espaceurs, une etape d'implantation de dopant 
(surdopage des regions de source et de drain). 

Les alliages SiGe sont bien connus et on peut citer les alliages 
Sij. x Ge x ou 0<x<l et les alliages Si^Ge^Cy ou 0<x<0,95 et 0<y<0,05. 

De preference, les alliages SiGe ont un taux relativement 61ev6 
e,n germanium (x>GJ: de preference O..I.<x<0,3) pour une meilleure 
selectivite de gravure par rapport au silicium et a Si0 2 - 

L/eiimination selective du germanium ou de l'alliage SiGe peut 
se faire par tout procede connu, par exemple au moyen d'une chimie 
oxydante telle qu'une solution 40 ml HN0 3 70% + 20 ml H 2 0 2 + 5 ml HF 
0,5%, ou par attaque plasma isotrope. 

La suite de la description se refere aux figures annex6es qui 
representent respectivement : 

Figure 1 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
SON-MOSFET ayant des regions de source et de drain classiques; 

Figure 2 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
SON-MOSFET selon l'invention; 

Figure 3 - une vue en coupe schematique d'une autre realisation 

d : uii SON-MOSFET scion l'invention; 

Figures 4a a 4i - des vues schematiques en coupe des etapes 
principales d'un premier mode de realisation du procede de fabrication 
d'un SON-MOSFET selon l'invention; 

Figures 5a a 5i - des vues schematiques en coupe des etapes 
principales d'un second mode de realisation. 

Bien que la description sera faite pour un transistor MOS a effet 
de champ selon l'invention (SON-MOSFET), elle peut s'appliquer a tout 
autre dispositif semi-conducteur approprie. 

Sur la figure 2, on a represente une premiere realisation d'un 
SON-MOSFET selon l'invention qui comprend, comme cela est classique, 
un corps en silicium 10 ayant une surface superieure et des regions de 
source et de drain 23, 24 definissant entre elles une region de canal. 
Comme cela est egalement classique, les regions de source et de drain 23, 



24 component des extensions 13' situees dans la region de canal. La 
surface superieure du corps 10 est revetue d'une mince couche d'un 
dielectrique de grille 14, par example Si0 2; et une grille 15 en silicium 
polycristallin est formee au-dessus de la region de canal et flanqu6e 
d'espaceurs 17, 18, par exemple en Si 3 N 4 ou SiQ 2 . Enfin , la str ucture e st 
revetue d'un materiau d'enrobage 26 et des contacts 25 sont prevus sur les 
regions de source et de drain 23, 24 et la grille 15. 

La structure qui vient d'etre decrite est une structure MOSFET 
classique. 

Dans le cas du SON-MOSFET, une cavite remplie d'air ou une 
couche d*un materiau dielectrique solide approprie 22 ponte les regions de 
source et de drain 23, 24 en dessous de la grille 1 5, de manifere & isoler une 
mince couche de silicium 13 du reste du corps de silicium 10. Cette mince 
couche de silicium 13 constitue le canal du transistor. 

La mince couche de silicium 13a generalement une dpaisseur de 
1 & 50 nrn. 

L/epaisseur de la cavite remplie d'air ou de la couche de mat6riau 
dielectrique solide 22 est de 1 a 50 nm, de preference de l'ordre de 10 nm. 

Selon T invention, la mince couche de silicium 13 constituant le 
canal a une aire superieure k la couche de dielectrique de grille 14, de sorte 
que sa surface superieure presente deux zones decouvertes 13a s'6tendant 
au-dela de ia couche de dielectrique ce £n;]f pan et d f au.D:e des 

espaceurs 17, 18. 

Selon Finvention 6galement, les regions de source et de drain 23, 
24 comportent des prolongements 23a, 24a recouvrant respectivement 
chacun, au moins en partie, une des deux zones decouvertes 13a de la 
mince couche de silicium 13. 

Ainsi, meme avec des 6paisseurs extremement petites de la 
mince couche de silicium 13, on realise un contact fiable et suffisant entre 
les regions de source et de drain 23, 24 et la mince couche de silicium 13 
constituant le canal, ce qui pourrait ne pas etre le cas avec un simple 
contact lateral. 

On a represente & la figure 3 une autre realisation d'un SON- 
MOSFET selon Tinvention, ayant une structure planaire, c f est-&-dire que 
les surfaces superieures des regions de source et de drain et de la grille sin- 
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lesquelles sont realises les contacts se trouvent dans un meme plan. 

Ce dispositif ne differe du dispositif de la figure 2, outre la 
pianarisation, que pai le fait que la couche de materiau . dielectnquc 
ensevelie 22 s'6tend sur toute la surface du corps de silicium 10, 
5 immediatement en dessous des regions de source et de drain 23, 24. 

On va maintenant decrire, en liaison avec les figures 4a k 4i, un 
premier mode de mise en oeuvre du procede de Tinvention pour la 
fabrication d'un SON-MOSFET tel que represent^ a la figure 2. 

Comme le montre Is figure 4a ; on commence par de,posej 
10 successivement, par epitaxie (par exemple par depot chimique en phase 
vapeur), sur un substrat de silicium 10, une couche de germanium ou 
d'alliage SiGe 12, d'6paisseur g6n6ralement comprise entre 1 et 50 nm et 
une mince couche de silicium 13, d'epaisseur de 1 h. 50 nm. 

On forme ensuite de manifere classique, comme le montre la 
15 figure 4b, une couche d'oxyde de grille 14 (Si0 2 ), puis sur cette couche 
d'oxyde de grille 14 une grille 15 en silicium polycristallin. 

On peut alors eventuellement former, par implantation ionique 
classique, des zones faiblement dopees 13 dans la couche mince de 
silicium 17, zones qui serviront ult6rieurement k former les extensions 
20 des regions de source et de drain, 

Comme le montre la figure 4b, la surface superieure de la grille 
It peut eire protegee par un masque dur lt> pai exemple une couche 
d'oxynitrure de silicium, comme cela est bien connu, et on forme de 
maniere connue sur les flancs opposes de la grille 15 et du masque dur 16 
25 des premiers espaceurs 17, 18 en Si 3 N 4 . 

On forme alors, de manifcre classique, comme le montre la figure 
4c, le long des premiers espaceurs 17, 18, des seconds espaceurs 19, 20 en 
Si0 2 . 

On grave alors, de chaque c6t6 des seconds espaceurs 19, 20, 
30 comme le montre la figure 4d, par exemple au moyen d'un plasma, la 
couche d'oxyde de grille 14, la couche mince de silicium 13, et 
Eventuellement une partie sup6rieure de la couche de Ge ou d f alliage SiGe 
12. 

A ce stade, on 61irnine s61ectivement le materiau de la couche 12 
35 pour former un tunnel 21, comme le montre la figure 4e. 
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Bien que cela ne soit pas necessaire, on peut combler le tunnel 2 1 
avec un materiau dielectrique solide approprie 22. 

Comme le montre la figure 4f, on elimine alcrs les seconds 
espaceurs 19, 20 et les parties sous-jacentes de la couche d'oxyde de grille 
14 pour decouvrir sur la surface de la mince couche de silicium 13 deux 
zones 13a situees de part et d'autre des premiers espaceurs 17, 18. 

Comme le montre la figure 4f , on elimine la couche de mat6riau 
dielectrique 22 depart et d'autre de.la couche de silicium (d6soxydation 
dans le cas d'une couche de SiO~) afin de debuter Tepitaxie des regions de 
source et de drain. 

On procfede alors classiquement, comme le montre la figure 4g, 
au dep6t selectif de silicium (par exemple par croissance epitaxiale) de 
part et d'autre des premiers espaceurs 17, 18 de silicium polycristallin, de 
fa$on k former des dep6ts de silicium polycristallin 23, 24 pr^curseur des 
futures zones de source et de drain, comportant chacune un prolongement 
23a, 24a recouvrant respectivement une des zones decouvertes 13a de la 
surface de la mince couche de silicium 13. 

Apres elimination du masque dur de grille 16, on procede k 
Timplantation de dopant dans les dep6ts de silicium polycristallin 23, 24 
et dans la grille 15 (figure 4h). 

L'achevement du dispositif, tel que la formation de contacts 25 
et I 1 encapsulation eventuelle 26, ? l en r ectur c-r- ?v.-gr:j"ere tout a fall classiquf 
(figure 4i). 

On a repr^sente, aux figures 5a h 5i, un deuxieme mode de 
realisation du procede de Finvention qui permet d'obtenir un MOSFET 
selon Tinvention k structure planaire tel que repr£sent6 k la figure 3. 

Les etapes du proc6d6 jusqu'a Felimination de la couche de Ge ou 
d'alliage SiGe representees aux figures 5a k 5e, sont identiques k celles 
decrites en liaison avec les figures 4a k 4e, si ce n f est que le mat6riau 
constituant les premiers espaceurs 17, 18 est du Si0 2 et celui des seconds 
espaceurs 19, 20 est du Si 3 N 4 . 

Apr&s formation du tunnel 2 1 , on realise une couche de materiau 
dielectrique 22 remplissant le tunnel et recouvrant les jonctions de la 
surface principale du substrat oil seront formees ulterieurement les 
regions de source et de drain (figure 5f)- 



Comme le montre-la figure 5g, on recouvre Tensemble de la 
structure d'une couche epaisse de silicium polycristallin 27, puis d'un 
masque de resine 28. La couche epaisse cie silicium polycristallin 27 est 
alors gravee de mani&re classique au moyen du masque de resine k la 
^dimension et la geometrie voulues. 

Sur la figure 5g, on a repr^sente Tisolernent lateral 11, afin de 
donner une reference pour la gravure de la couche de silicium 
polycristallin 27. Pour des raisons de simplification, on n'a pas represents 
cette isolemenf 11 sur les s.utres figures 

Apres enlevement du masque de resine 28, on procede alors a un 
polissage mecano-chimique classique de la couche 6paisse de silicium 
polycristallin 27 jusqu'k enlevement complet du masque dur de grille 16, 
de manifcre k r6aliser des regions du silicium polycristallin 23, 24, 
destin6es k former les futures r6gions de source et de drain ayant des 
prolongements 23a, 24a qui recouvrent les zones dScouvertes 13a de la 
mince couche de silicium 13. On procede alors k une implantation 
classique de dopants pour realiser les regions de source et de drain et la 
grille. 

La structure obtenue est une structure planaire, c'est-k-dire que 
les surfaces superieures des r6gions 23, 24 et de la grille 15 sont situees 
dans un meme plan. 

Comme ie montre la figure f i . i? disposrdf est achieve commt 
precedemment par formation classique de contacts 25 et d'une 
encapsulation 26. 

Les dispositifs, en particulier les dispositifs planaires, selon 
Tinvention, dont la structure est voisine de celle des dispositifs SOI 
fabriquSs en utilisant un substrat de silicium sur isolant, et leurs proc6d6s 
de fabrication, pr6sentent de nombreux avantages par rapport k ces 
dispositifs SOI. 

Tout d'abord, ils ne necessitent pas Temploi d'un substrat SOI 
couteux qui le plus souvent necessite une etape d'amincissement de 
Tepaissseur du silicium. 

La couche de silicium dans les proc6d6s de Tinvention 6tant 
formSe par 6pitaxie peut avoir une epaisseur arbitrairement mince. 

Le procede de Tinvention permet des epaisseurs trfes minces de la 
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couche de matEriau dielectrique ensevelie (ou en materiau solide), de 
l'ordre de quelques nanometres par rapport aux centaines de nanometres 

pour les SOI conventionnels, ce qui presente un avantage du point de vur 
de la suppression des effets de canaux courts. 

On obtient un meilleur contact thermique entre le canal et le 
substrat, gr&ce a la couche de mat6riau di61ectiique ensevelie et aussi 
grace au fait que cette couche ne deborde pas de la zone de grille. 

On supprime le lien entre 1'epaisseur de la mince couche de 
siliciun? et \z profondewr de.s fonctions dirninuant ainsi les resistances 
series. 

On peut encore, grSce k la rEoxydation de la face arriere de la 
mince couche de silicium constituant le canal (apres Elimination de la 
couche de Ge ou SiGe), obtenir un txbs bon 6tat de surface canal/isolant. 

Enfin, on supprime les problfemes de s61ectivite de la gravure de 
Si par rapport k Si0 2 qui, dans un substrat SOI conventionnel, peuvent 
conduire au per?age de la mince couche d'oxyde sous les regions de source 
et de drain. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif semi-conducteur comprenant xm corps de silicium 
(10) dans lequel sont formees des regions de source et de drain (23, 24) 
d&finissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille (14) sur la region de canal et une grille (15) sur la 
mince couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un 
materiau dielectrique (22) et une mince couche de silicium (13) s'etendant 
entre }es regions de source et de drain et comprise entre la couche de 
materiau dielectrique ensevelie (22) et ia couche de dielectrique de grille 
(14), caracterise en ce que cette mince couche de silicium (13) a une aire 
superieure a celle de la couche de dielectrique de grille (14) de sorte que sa 
surface superieure comporte deux zones oppos6es (13a) qui s*6tendent au- 
dclk de la couche de dielectrique de grille (14) et en ce que les regions de 
source et de drain (23, 24) recouvrent respectivement chacune, au moins 
en partie, une desdites zones opposees (13a). 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
couche de materiau dielectrique ensevelie (22) s'etend entre les regions de 
source et de drain (23, 24). 

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
couche de materiau dielectrique ensevelie (22) s'etend sur toute la surface 
du corps de silicium (10) en des sous des regions de source ef de drain (73, 
24). 

4. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 k 3, 
caracterise en ce qu'il a une structure planaire. 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 H, 
caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 
une cavite remplie d'air. 

6. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 k 4, 
caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 
un materiau solide. 

7. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1^6, 
caracterise en ce que le dispositif est un transistor. 

8. Procede de fabrication d f un dispositif selon la revendication 
1, caracterise en ce qu'il comprend : 
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(a) la formation surune surface principale d'un corps de silicium 
(10) d'une couche de germanium ou d'alliage SiGe (12); 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d'alliage SiGe 

(12) d'une mince couche de silicium (13); 

(c) la formation sur la mince couche de silicium (13) d'une mince 
couche de dielectrique de grille (14); 

(d) la formation sur la couche de dielectrique de grille (14) d'une 
grille (15) et du masque dur (16) sur la grille; 

(e) la formation sur deux cotes opposes de la grille (15) et du 
masque dur (16) de premiers espaceurs (i/, IS) en un premier materiau; 

(f) la formation le long des premiers espaceurs (17, 18) de 
seconds espaceurs (19, 20) en un second materiau different du premier 
materiau; 

(g) la gravure, de part et d'autre des seconds espaceurs (19, 20) 
de la couche de dielectrique de grille (14), de la mince couche de silicium 

(13) et eventuellement d'une partie de la couche de germanium ou alliage 
SiGe (12); 

(h) la gravure selective de la couche de germanium ou d'alliage 
SiGe (12) pour former un tunnel (21); 

(i) facultativement, le remplissage du tunnel (21) avec un 
materiau dielectrique solide (22); 

()) I 'elimination, des seconds esnsceurs Of, 20) pour decouvrir 
sur la mince couche de silicium (13) deux zones (13a) situees 
respectivement de part et d'autre des premiers espaceurs (17, 18); et 

(k) la formation de part et d'autre des premiers espaceurs (17, 18) 
de regions de source et de drain (23, 24; 23 a, 24a) recouvrant, au moins en 
partie, lesdites zones (13a). 

9. ProcedS selon la revendication 8, caract6ris6 en ce que la 
formation des regions de source et de drain (23, 24) comprend le d6p6t de 
silicium polycristallin par epitaxie selective pour former de part et d'autre 
des premiers espaceurs (17, 18) des dep6ts de silicium polycristallin 
pr6curseurs des futures regions de source et de drain et recouvrant, au 
moins en partie, les zones d^couvertes (13a) de la mince couche de 
silicium (13), T^limination du masque dur de grille 16 et l'implantation de 
dopant dans les depots de silicium polycristallin pour r6aliser les regions 
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de source et de drain. 

10. ProcedS selon la revendication 8, caracteris6 en ce que la 
formation des regions de source ef de drain comprend le depot d'une 
couche epaisse de silicium polycristallin d'enrobage (27), la formation 
surlacouche 6pais_se de silicium polycristallin (27) d'un masque de r^sine 
(28), la gravure de la couche epaisse de silicium polycristallin (27) au 
moyen du masque h la forme et a la dimension voulues, l'61imination du 
masque de resine (28), le polissage mecano-chimique de la couche epaisse 
de silicium (23) jusqu'au niveau de Is grille OS) pour realiser dans le 
couche epaisse de silicium polycristallin (23) des parties (23, 24) 
destinees k former de futures regions de source et de drain coplanaires 
avec la grille et l'implantation d'un dopant dans lesdites parties (23, 24) 
pour former les regions de source et de drain. 
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